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Respostas a 3a Lista de Exercícios

Respostas:
a) Nd = 6 x 1015 cm-3
b) Ganho de corrente de 0,99.
a) Vc = 1,91 V
b) Go = 7,2 x 10-3 (-1
c) VDsat = 0,91 V e IDsat = 0,84 mA
d) ID =  0,84 mA
a) Vc = 0,87 V
b) IDsat = 8,9 mA
c) C = 3,9 pF
7) 

a) RB = 196 k( e VBE = -0,2 V
b) IC = -9 mA e VCE = -5,2 V
c) Ganho de corrente é de 180.
d) Na saturação VBB = 29,6 V e no corte VBB = 0,2 V
e) Para RL = 250 (, RB = 39 k()





























































































